
ANALYTISCHE RASTER-
ELEKTRONENMIKROSKOPIE

Ausrüstung

Das Fraunhofer IKTS verfügt über zwei

moderne Rasterelektronenmikroskope

(Zeiss NVision 40 und Ultra 55) zur Charak-

terisierung von Hochleistungskeramiken.

Beide Geräte sind mit einer Feldemissions-

kathode ausgestattet. Dies ermöglicht

höchste Auflösungen im Niederspannungs-

bereich auch an nicht- bzw. schlecht leit-

fähigen Proben ohne zusätzliche Besput-

terung der Probenoberfläche. Durch neue

In-lens-Sekundär- und -Rückstreudetek-

toren ist es möglich, simultan kontrastre-

iche Aufnahmen bis in den Nanometer-

bereich auch bei geringen Ordnungszahl-

unterschieden zu erzeugen. Mit Hilfe des

Zweistrahlgeräts gelingt es, gezielt Fehler

bzw. interessante Gefügebereiche in-situ

durch einen fokus-sierten Ionenstrahl frei-

zulegen. Weiterhin besteht die Möglichkeit

der Präparation von elektronenstrahltrans-

parenten Lamellen, welche direkt im Gerät

mittels STEM-Detektor bzw. extern im TEM

höchstaufgelöst analysiert werden können.

Durch das Vorhandensein von EDX-, WDX-

und EBSD-Detektoren werden die Möglich-

keiten der qualitativen und quantitativen

Werkstoffanalytik sinnvoll ergänzt. 

Arbeitsfelder

- Hochauflösende Rasterelektronen-

mikroskopie an allen Werkstoffen

- Quantitative Gefügeanalyse

- Schadensfallanalyse

- Qualitative und quantitative Bestimmung

der Probenzusammensetzung

- EDX-Dünnschichtcharakterisierung

- Lokale Orientierungs- und Phasenbe-

stimmung

- Erzeugung von Element- und Phasen-

verteilungsbildern
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1   Zweistrahlgerät Zeiss NVision

40 mit EDX- und EBSD-System.

2   EBSD-Orientierungsmapping

an Titandioxid.

3   FIB-Schnitt einer Silber-

Leiterbahn auf Silizium.

4   Darstellung von ferroelek-

trischen Domänen in Piezo-

keramik. 

5   Gefügeaufnahme von Alu-

miniumoxid. 
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ANALYTICAL SCANNING 
ELECTRON MICROSCOPY
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Equipment

Fraunhofer IKTS has two modern scanning

electron microscopes (Zeiss NVision 40 and

Ultra 55) for characterization of high-per-

formance ceramics. Both systems are

equipped with field emission cathodes, 

enabling extremely high resolutions in the

low-voltage range to be achieved even with

non-conducting or poorly conducting speci-

mens without the need for sputtering of

the sample surfaces. Through new in-lens

secondary and backscattered electron 

detectors, high-contrast images down to

the nanometer scale can be generated,

even for low atomic number differences.

With the help of the dual-beam unit, de-

fects and other interesting structural fea-

tures can be revealed in-situ using a

focused ion beam. Electron-transparent

lamella that can be analyzed at high resolu-

tions directly in the unit using the STEM 

detector or in a TEM can be prepared. EDX,

WDX, and EBSD detectors supplement the

possibilities for qualitative and quantitative

materials analysis.  

Working fields

- High-resolution SEM on all materials

- Quantitative microstructural analysis

- Failure analysis

- Qualitative and quantitative determina-

tion of sample composition

- EDX characterization of thin films

- Local orientation and phase determina-

tion

- Elemental and phase distribution map-

ping

1   Zeiss NVision 40 dual-beam

unit with EDX and EBSD systems.

2   EBSD orientation map of 

titanium dioxide.

3   FIB cut of a silver conductor

on silicon.

4   Representation of ferroelec-

tric domains in PZT ceramics. 

5   Micrograph of aluminum

oxide. 
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